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【はじめに】CVD 法による金属の選択形成は、ボトムアップ埋め込みや配向性制御を可能するこ

とから集積回路の配線工程において非常に有用なプロセスである。銅の選択形成については、こ

れまでに、(hfac)Cu-VTMS を原料とし HMDSと水蒸気による前処理を用いた方法が報告されてい

る[1]。これに対し我々は、単純な原料形態であるヨウ化銅（Ｉ）（CuI）を原料とすることで、前

処理を必要とせずに300oC程度の低温で導体上へのみ銅を選択的に形成できるCVD法を提案して

いる[2]。しなしながら、形成した銅は離散的であったことから、今回は堆積温度と原料供給速度

の制御による Ru(001) 上での銅の成長形態の改善を試みた。 

【実験方法】銅の形成には、ガラスチューブとステンレスフランジからなる背圧が 1x10-2Pa 程度

の CVD 装置を用いた。原料には純度 5N の CuI 粉末を用い、ペレット状に加圧成型した後、BN

製るつぼに装填し、Ar ガス雰囲気（反応炉内圧力 2.5Pa）中で昇華させた。形成した銅の厚さ測

定には触針式表面形状測定（DEKTAK150）、表面形状観察には微分干渉顕微鏡(Olympus BX60)を

用いた。また、結晶配向性は θ-2θ XRD（Rigaku UltimaIV）、抵抗率は四探針法で評価した。 

【実験結果】図 1に種々の CuI昇華速度における Cu堆積速度の基板温度依存性を示す。堆積速度

は、基板温度が 360oC 以下では原料昇華速度によらないが、370oC では原料昇華速度の増加に対

して明らかに増加した。また、基板温度 360oC 以下で図 2(a)の表面像のように離散的に形成され

Cuの形態は原料昇華速度にはあまり依存しなかった。これに対して基板温度 370oC での堆積では

原料昇華速度の増加に伴い図 2(b)→(c)→(d)のように変化し、抵抗率も(c)で 5.7μΩcm、(d)で 3.2μΩcm

まで低下した。 
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Fig.1 Deposition rate of Cu on Ru(001) for 

the substrate temperature as a function of 

CuI sublimation rate 

Fig.2 Nomarski surface images of deposited Cu at (a) 

330oC and 370oC (CuI sublimation rate: (b) 

30μmol/min, (c) 60μmol/min, (d) 70μmol/min). 
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